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内容概要

本书较全面地讲述了现有各类重要功率半导体器件的结构、基本原理、设计原则和应用特性，有机地
将功率器件的设计、器件中的物理过程和器件的应用特性联系起来。
书中内容由浅入深，从半导体的性质、基本的半导体结构、器件的制造和模拟、功率半导体器件的应
用到各类重要功率半导体器件的基本原理、设计原则和应用特性，建立起一系列不同层次的、复杂程
度渐增的器件模型，并阐述了各类重要功率半导体器件各级模型的基础知识，使功率半导体器件的使
用者能够很好地理解重要功率器件(分立的和集成的)的结构、功能、特性和特征。
另外，书中还介绍了功率器件的封装、冷却、可靠性工作条件以及未来的材料和器件的相关内容。
    本书可作为微电子和电力电子领域相关的工程技术人员的参考书，也可用作相关专业的高年级本科
生、研究生课程的配合教材或参考书。
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